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現在、CMP 後洗浄技術等では、PVAブラシを主に使用しているが、パーティクルの逆汚染などの要因により微 

小パーティクル除去は難しくなっている。そこで、ブラシとウェハ界面及び液流れに注目し、パーティクル除去

メカニズムを明確化し、液流れを制御したブラシ及び、洗浄技術の開発を行ったので報告する。 

 

実験では、PVAブラシ（親水性）と開発ブラシ（疎水性）の接触角が異なる 2種類の材質のブラシを使用し、SiN

屑で強制汚染したウェハでブラシ洗浄を行い、洗浄効果の確認を行った。 

 

Fig.1にブラシ外観写真、Fig.2に SiN屑強制汚染ウェハを用いた各ブラシの洗浄性能結果を示す。PVAブラシは 

特に微小粒径のパーティクル除去が困難でありパーティクル除去率が低下しているが、開発ブラシは微小粒径の 

パーティクルも含め、除去率が高い。これは、ブラシ表面の接触角差によるものと考えられ、PVAブラシは親水 

性であることから接触角が低く、開発ブラシでは疎水性であることから接触角が高い。PVAブラシの場合は、低 

接触角（親水性）のため、ブラシ内に DIWやパーティクルを蓄積しやすく、使用時は、繰り返し使用され表面か 

らパーティクルが取り込まれ、取り除く事は困難となる。開発ブラシは疎水性面によるパーティクル排出性が高 

いことより、微小粒径を含むパーティクル除去性能を高くなったと考える。 

 

 

  

 Fig.1ブラシ外観写真          Fig.2 各ブラシの洗浄性能結果（粒径サイズ毎） 
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